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Estudiamos el efecto de tratamicntos térmicos a altas temperaturas en el sistema In/CdS, observando la
formaci6n del ternario CdIn,S, y la recristalizacién del CdS con el aumento del tiempo de recocido.

INTRODUCCION

En dispositivos que utilizan CdS es técnica
usual fabricar los contactos cléctricos sobre este
material depositando una capa delgada de In, por
ejemplo por evaporacién, sputtering, etc., 'y
recociendo luego el conjunto en una atmdsfera
inerte para aumentar la difusién del Indio y obte-
ner asf un contacto 6hmico™,

Diversos autores han estudiado ¢l compor-
tamiento de este tipo de contactos al ser sometidos
a distintos tratamientos térmicos, pcro en general
se limitan a tcmperaturas de, a 1o sumo, 400°C™,

Debido a €sto nos propusimos estudiar 1o quc
ocurre con los contactos de In al rcalizar trata-
mientos térmicos a temperaturas superiores.

PREPARACION Y TRATAMIENTO
DE LAS MUESTRAS

Sobre capas de CdS preparadas por sinteriza-
do™ evaporamos en vacfo una capa de In de 2000
A de espesor.

Sometimos estas muestras a un tratamiento
térmico en atmdsfera de nitrégeno a una tempe-
ratura de 630 °C. Hicimos recocidos de 20, 35y
65 minutos de duracién respectivamente. También
hicimos un recocido de 20 minutos a una tempera-
tura de 400 °C

Estudiamos las muestras rccocidas mediante
difractometrfa de rayos X , microscopia electréni-
ca de barrido EDAX.

RESULTADOS

Difractometria de rayos X (ver figura 1)
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Figura 1: Espectro de rayos X para distintos tiem-
pos de recocido.

Observamos la formacion de dos compuestos
que identificamos como CdIn,S, ¢ In,0,. Estos
compuestos estdn presentes en todas las mues-
tras recocidas a 630 °C, pero no se ven en la trata-
da a 400 °C.

También notamos una progresiva disminucién
en la intensidad de los picos de CdIn,S, con el
tiempo de recocido y un aumento en el tamafio
de los de CdS.

Observaciones en el SEM

Muestra tratada durante 20 minutos

Observando esta muestra en el microscopio
electrénico de barrido pudimos distinguir dos
zonas bicn diferenciadas (Figuras 2 y 3). En base
a mediciones de EDAX concluimos que la zona
expuesta en la Figura 2 corresponde a CdS, mien-
tras que en la Figura 3 se muestra una zona cu-
bierta con Indio.
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Estudiamos un corte transversal de la muestra
para hacer un mapco de la concentracion de In en
funcién dcl espesor de la capa de CdS. Encon-
tramos que todo el Indio estd concentrado en la
superficie, escurriéndosc cntre los bordes de grano
del CdS hasta una profundidad del orden de los
4um.

35 minutos de rccocido

Observamos la aparicién dc cristales pira-
midales de basc cuadrada. El lado dc la base de
estos cristales oscila entre 40 y 200 um (figura 4).
Las mediciones de EDAX indican que la com-
posicién de los mismos correspondc al com-
puesto CdIn,S,, mientras que la zona
deprimida que rodca al cristal estd compuesta por
CdS.

65 minutos de recocido

En esta muestra sc formaron cristales pris-
mdticos de base cuadrada (Figura 5), de unos
100 um de lado de 1a base. La composicion dcl
mismo corresponde a la del CdIn,S,.

DISCUSION DE RESULTADOS

La tempcratura de fusion del In ¢s de 155°C.
Debido a su clevada tensién superficial sc forman
gotas sobre la superficic del CdS. y es en estas
zonas donde, si la temperatura del medio es
suficicnte, pucde llegar a formarsc ¢l compuesto
ternario.

Prccisamente a la formacién de gotas de Indio
podemos atribuir, basdndonos en las observacio-
nes en el microscopio clectrénico, las difcren-
cias relativas de intensidad cntre los picos dc
CdIn,S, y CdS en los difractogramas co-
rrespodientces a distintos ticmpos dc recocido

A los veinte minutos de rccocido, la capa
de In pierde continuidad, pcro cubre gran partc
de la muestra, formadndosc una capa dclgada, poli-
cristalina, de CdIn,S,.

Al aumentar €l tiempo de recocido, ¢l Indio
se concentra en gotas disolviendo ¢l CdS bajo
las mismas. EI temario cristaliza precipitando a
partir de esta solucién, crecicndo ¢l cristal en el
centro de una zona dcprimida del sustrato.

La reacci6n quimica quc se producc ¢s :

4 CdS+ 2In—L Cd In,S, + 3 Cd

La formaci6n de una molécula de CdIn,S, exi-
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ge la disociacién de tres moléculas de CdS. Debi-
do a 1a clevada presién de vapor dcl Cd, pode-
mos suponer que el material en  €xceso que
resulta de esta disociacién se evapora.

Si bien el tamafio de estos cristales es con-
siderable (hasta 100 um de lado de la base) el
hecho de scr pocos influyc en la disminucién
de la intensidad de los picos correspondicntes a
este termario en los difractogramas. Extender el
tiempo de rccocido a scsenta y €inco minutos
hace més notorio este efecto.

Figura 2: Microfotografia electrénica. 20' de reco-
cido Cd In,S, (esc. 10 um).

Figura 3: Microfotografia electronica. 20’ de reco-
cido Cd S (esc. 10 pum).
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-r Flgura 5: Mlcrofotogmﬁa electronica, 65' de reco-
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